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※注１ 回答欄「はい・いいえ」は基盤的・条件整備的・法令順守的な点検項目に適用し、回答欄「S・A・B」はより踏み込んだ内容の点検項目に適用。 

※注 2 「S・A・B」は、前年度から「S：さらに改善した、A：従来通り、B：改善していない」を意味する。 

イオンビーム工学研究所 

 

Ⅰ 2017 年度 大学評価委員会の評価結果への対応 

【2017 年度大学評価結果総評】 

 「自立的で人間力豊かなリーダーの育成と時代の最先端を行く高度な研究」を行い、教育と研究、「イオンビーム工学技

術」を社会に還元することを通じて「持続可能な地球社会の構築」に貢献するという、イオンビーム工学研究所の目的は

達成できていると、評価できる。 

 小型加速器など設備の管理、公開セミナーなどを通して、研究者、学部生・院生に対しての教育と研究が実施できてお

り、研究所としての役割を充分に果たしているといえる。さらに、シンポジウム、公開セミナー、研究雑誌、論文、講演を

通して、広く社会に向け情報発信が行われ、Web of Science での被引用件数も前年の述べ 61件から、150件へと大きく増

加しており、高く評価できる。 

 設備老朽化対策に対して、大型資金の申請、そのための第三者点検・評価体制構築に向けての議論から、さらなる進展

を期待する。 

【2017 年度大学評価委員会の評価結果への対応状況】（～400字程度まで） 

 研究所の活動について十分評価して頂いている。今後も老朽化に対する対策を行いつつ、今後、第三者による点検・評

価体制の構築を行っていく。 

 

【2017 年度大学評価委員会の評価結果への対応状況の評価】 

イオンビーム工学研究所は 2017年度大学評価委員会の評価結果において、私立大学における小型加速器を活用した先

駆的な研究所の一つであり、多数の論文出版・学会発表に加え、研究者・学部生・院生に対するシンポジウム、公開セミ

ナー、講演を開催し、小型加速器等主要設備の管理・活用のための放射線取扱講習会等の活動が適切に実施されているこ

とが評価された。 

一方で、研究所主要設備の老朽化に対応するための外部資金獲得に向けた働きかけが課題となっている。科研費以外の

外部資金の獲得が 3 件あり、適切な対応がなされている。引き続き科研費等、競争的研究資金への応募活動の活性化が期

待される。 

また昨年度からの課題として、第三者による点検・評価体制構築の進展が課題となっていた。外部による組織評価の導

入は運営委員会での継続的議論の段階にあり、未実施のようである。昨年度に引き続き、評価体制構築に向けた取り組み

の進展が望まれる。 

 

Ⅱ 自己点検・評価 

１ 理念・目的 

【2018 年 5 月時点の点検・評価】 

（１）点検・評価項目における現状 

1.1 大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏まえ、研究所（センター）の目的を適切に設定している

か。 

①研究所（センター）として目指すべき方向性等を明らかにした理念・目的が設定されていますか。 はい いいえ 

（～400字程度まで）※理念・目的の概要を記入。 

法政大学 100 周年記念として、「原子核物理」と「半導体材料関連物質」研究を融合した私立大学最初の小型加速器を利

用した研究所であり、建学以来培われてきた「自由と進歩」の精神をもって何事にも絶えず挑戦し、新しい伝統を創造し

続け、激動する 21世紀の難局を打開できる「自立的で人間力豊かなリーダーの育成と時代の最先端を行く高度な研究」を

行い、教育と研究、「イオンビーム工学技術」を社会に還元することを通じて「持続可能な地球社会の構築」に貢献するこ

とを目的としている。そして本学の教員・大学院生・学部学生が、社会のニーズに即応した高度な研究・教育を実施でき

るよう、本研究所では常に研究所設備の整備と更新を行い共同利用施設として開放している。また現在取り組んでいる課

題として、ワイドバンドギャップ半導体を用いた省エネデバイスの開発を挙げている。 

②理念・目的の適切性の検証プロセスを具体的に説明してください。 

（～400字程度まで）※検証を行う組織（各種委員会等）や検証の時期等、具体的な検証プロセスを記入。 

最先端を行く高度な研究を、本学の教員・大学院生・学部学生の研究・教育に資するため、運営委員会および所員会で

研究所設備の整備や新規研究員の委嘱およびシンポジウムのテーマを設定するなど、理念・目的の適切性を検証している。 

1.2 大学の理念・目的及び研究所（センター）の目的を教職員及び学生に周知し、社会に対して公表しているか。 
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①どのように理念・目的を教職員及び学生に周知し、社会に対して公表していますか。 

（～400字程度まで）※具体的な周知・公表方法を記入。 

理念・目的については、ホームページを通じて周知している。また、理念・目的に基づく研究活動の成果については、毎

年度法政大学イオンビーム工学研究所報告（和文及び欧文）を発行し、各大学および関連研究機関、企業へ送付し広報し

ている。さらにはイオンビーム工学研究所シンポジウムを開催し、関連分野学界へのアピールを行っている。 

 

（２）長所・特色 

内容 点検・評価項目 

・特になし  

 

（３）問題点 

内容 点検・評価項目 

・特になし  

 

【この基準の大学評価】 

イオンビーム工学研究所では、理念・目的として「建学以来培われてきた『自由と進歩』の精神をもって何事にも絶え

ず挑戦し、新しい伝統を創造し続け、激動する 21世紀の難局を打開できる『自立的で人間力豊かなリーダーの育成と時代

の最先端を行く高度な研究』を行い、教育と研究、『イオンビーム工学技術』を社会に還元することを通じて『持続可能な

地球社会の構築』に貢献すること」と設定されており、研究所ホームページを通じて、教職員・学生・社会に対して公表さ

れている。 

研究所の理念・目的の適切性の検証については、自己点検を実施する時期に運営委員会が行い、結果はホームページで

公表し自己点検にも反映させている。 

 

２ 内部質保証 

【2018 年 5 月時点の点検・評価】 

（１）点検・評価項目における現状 

2.1 内部質保証システム（質保証委員会等）を適切に機能させているか。 

①質保証活動に関する各種委員会は適切に活動していますか。 はい いいえ 

【2017 年度における質保証活動に関する各種委員会の構成、活動概要等】※箇条書きで記入。 

放射線取扱施設であるため、法令に基づいた厳格な運用を行っている。当研究所及び学外の放射線使用施設利用者（教

員、学生）のために「放射線取扱講習会」を毎年実施し、放射線取扱についての知識及び安全教育を 80 人を目標にして行っ

ている。また国内外の学術論文誌への発表を奨励しており、使用者には「イオンビーム工学研究報告」への執筆を義務づ

けて研究水準を維持している。シンポジウムでは発表件数 15件（招待講演者を含む）を目標にして開催し、学内外の交流

を通じても学外者の意見を取り入れている。大学評価委員会の自己点検評価を通じての内部質保証も行っている。これら

を PDCAサイクルに対応させると、イオンビーム工学研究所の運営委員会、小委員会、将来計画委員会において計画(P)（中・

長期計画、放射線講習、シンポジウムの開催、セミナーの開催、研究所報告、その他）をたてて年度目標に反映させる。こ

れらの実行(D)後に運営委員の意見のみならず大学評価室からの意見も参考にして評価(C)を行い、計画を練り直している

(A)。 

 

（２）長所・特色 

内容 点検・評価項目 

・特になし  

 

（３）問題点 

内容 点検・評価項目 

・特になし  

 

【この基準の大学評価】 
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イオンビーム工学研究所の活動に対する内部質保証は、運営委員会、小委員会および将来計画委員会において計画（中・

長期計画、シンポジウム／セミナー／放射線講習会の開催、研究所報告の発刊）を立て年度目標に反映し、これらの実行

後に同委員会による評価と大学評価室による評価を組合わせ、活動計画・施策を練り直すことによって PDCA サイクルを機

能させている。 

運営委員会の構成員が小規模であっても、内部質保証委員会等を設置することにより、評価内容、評価手続き、他委員

会との関係、実施時期等を明確化し易くなるメリットは大きい。評価体制の改善を議論する際の検討事項として含めると

よい。 

 

３ 研究活動 

【2018 年 5 月時点における点検・評価】 

（１）点検・評価項目における現状 

3.1 研究所（センター）の理念・目的に基づき、研究・教育活動が適切に行われているか。 

2017年度の活動状況について項目ごとに具体的に記入してください。 

①研究・教育活動実績（プロジェクト、シンポジウム、セミナー等） 

※2017年度に実施したプロジェクト、シンポジウム、セミナー等について、開催日、場所、テーマ、内容、参加者等の詳

細を箇条書きで記入。 

・2017年 12 月 13日のシンポジウム開催のため、大学や関連研究機関に案内状、ポスター送付を行い、応用物理学会誌や

物理学会誌へ案内の掲載依頼を行った。またホームページへも案内を掲載した。今年度は以下の 3 名に招待講演をお願

いした。乙木 洋平氏（株式会社サイオクス）「電子デバイス用 GaN 基板・エピウエハの現状と課題－工業化の視点から

―」、中村 栄三教授（岡山大学惑星物質研究所）「地球惑星物質総合解析システム（CASTEM)の構築と応用」、伊藤 智徳

教授（三重大学）「計算科学で識る分子線エピタキシャル成長：表面、界面、成長」。一般講演件数は 31件で、シンポジ

ウム参加者は 107 名（学外 33 名、学内 74 名）となり、例年と同規模であった。またシンポジウムプロシーディングス

を刊行した。 

・2018年 3 月 2日には学部学生、院生を対象とした公開セミナーを開催した。(株)サイオクスの堀切文正氏に「非鉛圧電

薄膜の開発と角速度センサへの応用」、理化学研究所の下志万貴博氏に「超高速電子顕微鏡を用いたナノ材料のダイナミ

クス観測」と題して御講演頂き、14人の参加者があった。 

・NHKに実験協力した原子衝突実験の内容の一部が高校生向け番組「NHK高校講座」ベーシックサイエンス 第３９回「サ

イエンスヒストリー ~原子の物語~」の中で使用され、番組ホームページからネット配信されている。 

・2018年 4 月 22日に実施された放射線業務従事者のための教育訓練講習会の開催へ協力を行った。 

【根拠資料】※ない場合は「特になし」と記入。 

・第 36回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウムに関するポスター、案内状、プログラム、アブストラクト集 

・刊行物「Proceedings of the 36th symposium on materials science and engineering research center of ion beam 

technology」 

・イオンビーム工学セミナーのポスターや受講者名簿 

・NHK http://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/basicscience/archive/chapter039.html 

・放射線安全取扱講習会のポスターや受講者名簿、記録ビデオ等 

②対外的に発表した研究成果（出版物、学会発表等） 

※2017年度に刊行した出版物（発刊日、タイトル、著者、内容等）や実施した学会発表等（学会名、開催日、開催場所、

発表者、内容等）の詳細を箇条書きで記入。 

＜刊行誌＞ 

1) 「法政大学イオンビーム工学研究所報告」 No. 37. (2018年 2 月 20 日) 

2) Proceedings of the 36th symposium on materials science and engineering, Research Center of Ion Beam 

Technology, Hosei University, Dec. 13, 2017. 

＜論文＞ 

1) Hajime Fujikura, Kentaro Hayashi, Fumimasa Horikiri, Yoshinobu Narita, Taichiro Konno, Takehiro Yoshida, 

Hiroshi Ohta, and Tomoyoshi Mishima, “Elimination of macrostep-induced current flow nonuniformity in 

vertical GaN PN diode using carbon-free drift layer grown by hydride vapor phase epitaxy”, Applied 

Physics Express 11, 045502-1-4 (2018). 
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2) Hiroshi Ohta, Kentaro Hayashi, Fumimasa Horikiri, Michitaka Yoshino, Tohru Nakamura, and Tomoyoshi 

Mishima, “5.0 kV Breakdown-Voltage Vertical GaN p-n Junction Diodes”, Jpn. J. Appl. Phys. 57, 04FG09 

(2018). 

3) Kentaro Hayashi, Hiroshi Ohta, Fumimasa Horikiri, Yoshinobu Narita, Takehiro Yoshida, and Tomoyoshi 

Mishima, "Direct Observation of High Current Density Area by Microscopic Electroluminescence Mapping in 

Verival GaN p-n Junction Diodes", Phys. Status Solidi A., 170051 (2017), DOI: 10.1002/pssa.201700501. 

4) Fumimasa Horikiri, Yoshinobu Narita, Takehiro Yoshida, Toshio Kitamura, Hiroshi Ohta, Tohru Nakamura, 

and Tomoyoshi Mishima, “Wafer-Level Donor Uniformity Improvement by Substrate Off-Angle Control for 

Vertical GaN-on-GaN Power Switching Devices”, IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 30 486-

493 (2017). 

5) Shingo Murase, Tomoyoshi Mishima, Tohru Nakamura, Kenji Shiojima, “Mapping of ion-implanted n-SiC 

schottky contacts using scanning internal photoemission microscopy”, Materials Science in Semiconductor 

Processing 70, 86-91 (2017). 

6) Kentaro Hayashi, Hiroshi Ohta, hirohumi Tsuge, Tohru Nakamura, and Tomoyoshi Mishima, "Junction-Barrier 

Schottky Diodes Fabricated with Very Thin Highly Mg-Doped p+-GaN(20 nm)/n-GaN Layers Grown on GaN 

Substrates", IEEE 55, pp. 978-1-5090-3992-0/17 (2017)  DOI: 10.1109/ IMFEDK. 2017.7998037. 

7) Hiroshi Ohta, Kentaro Hayashi, Tohru Nakamura, Tomoyoshi Mishima, "High Breakdown Voltage Vertical GaN 

p-n Junction Diodes Using Guard Ring Structures", IEEE 55, pp. 978-1-5090-3992-0/17 (2017), DOI: 10.1109/ 

IMFEDK. 2017.7998039. 

8) Hiroshi Ohta, Fumimasa Horikiri, Tohru Nakamura, and Tomoyoshi Mishima, "Ion-irradiation damage on GaN 

p-n junction diodes by inductively coupled plasma etching and its recovery by thermal treatment", Nuclear 

Instruments and Methods in Physics Research B 409 pp.65-68 (2016). 

9) Y. Torita, K. Kushida, T. Nishimura, K. Kuriyama, T. Nakamura, “Lattice displacement and electrical 

property of Li-ion implanted GaN single crystal”, Procedia Engineering (in press). 

10) Y. Torita, N. Nishikata, K. Kuriyama, K. Kushida, and Q. Xu, “Modification of the yellow luminescence 

in gamma-ray irradiated GaN bulk single crystal”, Proceedings of ICPS2016 (Journal of Physics, IOP(UK) ) 

864, pp.012016-1-4 (2017). 

11) R. Tsuruoka, A. Shinkawa, T. Nishimura, C. Tanuma, K. Kuriyama, and K. Kushida, “Persistent  

photoconductivity in hydrogen ion-implanted KNbO3 bulk single crystal”, Proceedings of ICPS2016 (Journal 

of Physics, IOP(UK) ) 864, pp.012017-1-4 (2017). 

12) N. Nishikata, K. Kushida, T. Nishimura, T. Mishima, K. Kuriyama, and T. Nakamura, “Evaluation of lattice 

displacement in Mg - implanted GaN by Rutherford backscattering spectroscopy”, Nucl. Instrum, Method 

Phys. Res. B 409, pp.302-304 (2017). 

13) H. Tsuge, K. Ikeda, S. Kato, T. Nishimura, T. Nakamura, K. Kuriyama, and T. Mishima, Impact of Mg-ion 

implantation with various fluence ranges on optical properties of n-type GaN, Nucl. Instrum, Method Phys. 

Res. B 409, pp.50-52 (2017). 

14) K. Tajima, T. Isaka, T. Yamashina, Y. Ohta, Y. Matsuo and K. Takai, “Functional group dependence of spin 

magnetism in graphene oxide”, Polyhedron 136, 155-158 (2017). 

15) F. Shakhov, A. Abyzov, S. Kidalov, A. Krasilin, E. Lähderanta, V. Lebedev, D. Shamshur, and K. Takai, 

“Boron-doped diamond synthesized at high-pressure and high-temperature with metal catalyst”, J. Phys. 

Chem. Solids 103, 224-237 (2017). 

16) F. Shakhov, A. Abyzov, and K. Takai, “Boron doped diamond synthesized from detonation nanodiamond in a 

C-O-H fluid at high pressure and high temperature”, J. Phys. Chem. Solids 256, 72-92 (2017). 

17) N. M. Romanov, V. Yu. Osipov, K. Takai, H. Touhara, and Y. Hattori, “Infrared spectroscopic study to 

determine thermal resistance of the functionalized surface of a detonation nanodiamond”, J. Opt. Tech. 

84, 654-657 (2017). 

18) H. Nishihara, K. Imai, K. Nomura, K. Takai, T. Kyotani, “Formation mechanism of zeolite-templated 

carbons”, Tanso 280, 169-174 (2017). 

19) Zhipeng Wang, Hironori Ogata, Gan Jet Hong Melvin, Michiko Obata, Shingo Morimoto, Josue Ortiz-Medina, 

Rodolfo Cruz-Silva, Masatsugu Fujishige, Kenji Takeuchi, Hiroyuki Muramatsu, Tae-Young Kim, Yoong Ahm 
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Kim, Takuya Hayashi, Mauricio Terrones, Yoshio Hashimoto, Morinobu Endo, “Structural evolution of 

hydrothermal carbon spheres induced by high temperatures and their electrical properties under 

compression”, Carbon 121 (2017) 426-433. 

20) Wei Gong, Bunshi Fugetsu, Zhipeng Wang, Ichiro Sakata, Lei Su, Xueji Zhang, Hironori Ogata, Mingda Li, 

Cao Wang, Ju Li, Mauricio Terrones, Josue Ortiz-Medina, Morinobu Endo, “Carbon nanotubes and manganese 

oxide hybrid nanostructures as high performance fiber supercapacitors”, Communications Chemistry 1:16 
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67) 緒方 啓典, 小林, 伊東, 深澤 , 大仲 友子, “ナノカーボン材料を用いたペロブスカイト型太陽電池の構造と電

子特性“, 第 27回日本 MRS年次大会, 2017年 12月 6日, 横浜情報文化センター, 横浜 

68) 伊東 和範, 木内 宏弥, 竹内 大将, 牛膓 雅人, 小林 敏弥, 深澤 祐輝, 大仲 友子, 緒方 啓典, 第 36回法政大学

イオンビーム工学研究所シンポジウム, 2017年 12 月 13 日, 法政大学小金井キャンパス, 東京 
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※注１ 回答欄「はい・いいえ」は基盤的・条件整備的・法令順守的な点検項目に適用し、回答欄「S・A・B」はより踏み込んだ内容の点検項目に適用。 

※注 2 「S・A・B」は、前年度から「S：さらに改善した、A：従来通り、B：改善していない」を意味する。 

69) 永井 涼, 片岡 洋右, 緒方 啓典, “分子動力学シミュレーションによる単層カーボンナノチューブ内包多環芳香族

炭化水素分子の局所構造と動的性質”, 第 36回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム, 2017年 12月 13日, 

法政大学小金井キャンパス, 東京 

70) 小林 敏弥, 木内 宏弥, 竹内 大将, 伊東 和範, 牛膓 雅人, 深澤 祐輝, 大仲 友子, 緒方啓典, “フラーレン誘導

体を電子輸送層に用いた逆構造型ペロブスカイト太陽電池の作製及び特性評価”, 第 36 回法政大学イオンビーム工

学研究所シンポジウム,  2017年 12 月 13 日, 法政大学小金井キャンパス, 東京 

71) 深澤 祐輝, 木内 宏弥, 竹内 大将, 伊東 和範, 牛膓 雅人, 小林 敏弥, 大仲 友子, 緒方 啓典, “均一な薄膜形

態を有するペロブスカイト太陽電池作成のための結晶工学的研究”, 第 36 回法政大学イオンビーム工学研究所シン

ポジウム,  2017年 12 月 13 日, 法政大学小金井キャンパス, 東京 

72) 竹内 大将, 木内 宏弥, 牛膓 雅人, 伊東 和範, 小林 敏弥, 深澤 祐輝, 大仲 友子, 緒方 啓典, “ペロブスカイ

ト太陽電池における金属酸化物層の作製法がキャリア輸送特性に及ぼす効果Ⅱ”, 第 36 回法政大学イオンビーム工

学研究所シンポジウム,  2017年 12 月 13 日, 法政大学小金井キャンパス, 東京 

73) 木内 宏弥, 竹内 大将, 牛腸 雅人, 伊東 和範,  小林 敏弥,  深澤 祐輝, 大仲 友子, 緒方 啓典, “Sb をドープ

した SnO2 を電子輸送層に用いたぺロブスカイト型太陽電池の作製および特性評価(II)”, 第 36 回法政大学イオン

ビーム工学研究所シンポジウム,  2017年 12月 13日, 法政大学小金井キャンパス, 東京 

74) Ryo Nagai, Yosuke Kataoka and Hironori Ogata, “Local structure and properties of polycyclic aromatic 

hydrocarbon molecule encapsulated in single-walled carbon nanotubes studied by molecular dynamics 

simulations(II)”,  The 54th Fullerenes-Nanotubes-Graphene General Symposium, March 10-12, 2018, Tokyo 

University 

75) 緒方 啓典, 竹内 大将, 木内 宏弥, 伊東 和範, 小林 敏弥, 牛膓 雅人, 深澤 祐輝, “有機金属ハロゲン化物ペロ

ブスカイト薄膜における欠陥構造と分子運動性の分光学的研究(V)”, 2018 年 第 65 回応用物理学会春季学術講演

会, 2018年 3 月 20日, 早稲田大学・西早稲田キャンパス 

76) 木内 宏弥，竹内 大将, 牛膓 雅人, 伊東 和範, 小林 敏弥, 深澤 祐輝, 緒方 啓典, “ドープした SnO2を電子輸送

層に用いたぺロブスカイト型太陽電池の作製および電子特性評価 (II)”, 2018 年 第 65回応用物理学会春季学術講

演会, 2018年 3月 18日, 早稲田大学・西早稲田キャンパス(講演申込) 

77) 竹内 大将, 木内 宏弥, 牛腸 雅人, 伊東 和範, 小林 敏弥, 深澤 祐輝, 緒方 啓典, “ペロブスカイト太陽電池に

おける金属酸化物層の作製法がキャリア輸送特性に及ぼす効果Ⅳ”, 2018年 第 65回応用物理学会春季学術講演会, 

2018年 3 月 18 日, 早稲田大学・西早稲田キャンパス 

78) 伊東 和範, 木内 宏弥, 竹内 大将, 牛膓 雅人, 小林 敏弥, 深澤 祐輝, 緒方 啓典, “ペロブスカイト太陽電池

を構成する電子輸送層への化学ドーピング効果(Ⅱ)”, 2018年 第 65回応用物理学会春季学術講演会, 2018年 3月

18日, 早稲田大学・西早稲田キャンパス 

79) 深澤 祐輝, 木内 宏弥, 竹内 大将, 伊東 和範, 牛膓 雅人, 小林 敏弥, 緒方 啓典, “有機-無機ペロブスカイト

化合物薄膜の耐久性評価”, 2018 年 第 65 回応用物理学会春季学術講演会, 2018年 3月 18日, 早稲田大学・西早稲

田キャンパス 

80) 小林 敏弥, 木内 宏弥, 竹内 大将, 伊東 和範, 牛膓 雅人, 深澤 祐輝, 緒方 啓典, “フラーレン誘導体を電

子輸送層に用いた逆構造型ペロブスカイト太陽電池の作製と特性評価Ⅱ”, 2018 年 第 65 回応用物理学会春季学術

講演会, 2018年 3月 18日, 早稲田大学・西早稲田キャンパス 

81) 永井 涼, 片岡 洋右, 緒方 啓典, “分子動力学シミュレーションによる単層カーボンナノチューブ内包多環芳香

族化合物の局所構造解析”, 2018 年 第 65 回応用物理学会春季学術講演会, 2018年 3月 19日, 早稲田大学・西早稲

田キャンパス 

＜招待講演・依頼公演＞ 

1) 三島友義, "自立 GaN基板および高耐圧 p-n接合ダイオードの開発",（招待講演）応用物理学会 先進パワー半導体分

科会 第 4回講演会(2017/11). 

2) K. Takai, “Host-Guest Interactions in Graphene”, 25th POLYCHAR, 9-13, October (2017), Kuala Lumpur, 

Malaysia. 

3) 高井和之, グラフェンの視点から見た炭素材料の電気伝導および熱伝導, 炭素材料学会 1月セミナー, 2017年 1月

26日，日本教育会館，東京. 

【根拠資料】※ない場合は「特になし」と記入。 

・特になし 
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③研究成果に対する社会的評価（書評・論文等） 

※研究所のこれまでに発行した刊行物に対して 2017 年度に書かれた書評（刊行物名、件数等）や 2017 年度に引用された

論文（論文タイトル、件数等）の詳細を箇条書きで記入。 

・2017年度の被引用件数は延べ 401件で活発に引用されていた。 

【根拠資料】※ない場合は「特になし」と記入。 

・SCOPUSを用いた被引用文献調査（主要研究者の 2007 年～2017年に発表した論文に対する 2017 年度に引用された件数） 

④研究所（センター）に対する外部からの組織評価（第三者評価等） 

（～400字程度まで）※2017年度に外部評価を受けている場合には概要を記入。外部評価を受けていない場合については、

現状の取り組みや課題、今後の対応等を記入。 

専門家による外部評価は受けていない。公的な外部資金を受けて運営する研究所では期間により、中間および最終の専

門家による評価があるが、大学の予算により運営されている本研究所では制度としてない。現在、外部から大型設備の補

助を受ける可能性も考えて、第三者による点検・評価体制の構築に関して議論している。 

【根拠資料】※ない場合は「特になし」と記入。 

・特になし 

⑤科研費等外部資金の応募・獲得状況 

※2017年度中に応募した科研費等外部資金（外部資金の名称、件数等）および 2017年度中に採択を受けた科研費等外部資

金（外部資金の名称、件数、金額等）を箇条書きで記入。 

・環境省「未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーション事業」再委託(9500万円) 

・文部科学省「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」再委託(1200万円) 

・受託研究（（株）サイオクス(50万円)） 

応募したもの 

・科研費 1件(478万円)（結果は不採択 A 評価） 

【根拠資料】※ない場合は「特になし」と記入。 

・2017年度法政大学公的研究費採択者一覧 

 

（２）長所・特色 

内容 点検・評価項目 

・特になし  

 

（３）問題点 

内容 点検・評価項目 

・特になし  

 

【この基準の大学評価】 

イオンビーム工学研究所は主催行事として、イオンビーム工学研究所シンポジウム（学内外約 100名参加）、イオンビー

ム工学セミナー（主に学部生・院生向け、公開）を定期的に開催し、関連研究組織や学会への広報、学外講師の招待講演

も行っており、適切に運営されている。出版物としては、第 36回シンポジウム・プロシーディングス、研究所報告書 Vol.37

を刊行している。また、放射線取扱施設であることから、研究所内外の教員・学生の施設利用者のための放射線取扱講習

会を定期的に実施、メディア協力にも力を入れており、研究・教育活動実績の点で評価できる。 

研究成果は、論文出版（20件）、学会発表（国内外合わせて 81件）ともに多数あり、成果は順調に上げられている。ま

た、研究成果に対する 2017 年度の被引用件数は延べ 401件あり（SCOPUS調べ）、一定の社会的評価を得ている。 

科研費の応募・獲得については、科研費以外の公的研究資金では、獲得が 3件（9500万円、1200万円、50万円）あり、

適切な対応がなされていると言える。引き続き、競争的研究資金への応募活動の活性化が期待される。 

第三者評価等、外部の専門家による組織評価については未実施であり、評価体制、評価手続き等の明確な記載はない。

大型の外部資金獲得の可能性も含めて、運営委員会での継続的議論の段階にある。評価体制構築に向けた進展が望まれる。 

 

４ 教育研究等環境 

【2018 年 5 月時点の点検・評価】 
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（１）点検・評価項目における現状 

4.1 教育研究を支援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動の促進を図っているか。 

①ティーチング・アシスタント（TA）、リサーチ・アシスタント（RA）、技術スタッフなどの教育研

究支援体制はどのようになっていますか。 
Ｓ Ａ Ｂ 

（～400字程度まで）※教育研究支援体制の概要を記入。 

日常業務を補佐する臨時オペレーター（学生）はいるが技術スタッフがいない。装置全般に老朽化が進んでおり保守に

専任教員が対応せざるを得ない。 

【根拠資料】※ない場合は「特になし」と記入。 

・特になし 

 

（２）長所・特色 

内容 点検・評価項目 

・特になし  

 

（３）問題点 

内容 点検・評価項目 

・特になし  

 

【この基準の大学評価】 

「原子核物理」と「半導体材料関連物質」研究を融合する、小型加速器を利用した私立大学最初の研究所というイオン

ビーム工学研究所の設立経緯、および現在もこれら小型加速器の活用が教育・研究の柱である点を鑑みると、加速器等の

主要装置・設備の安定運用と利用しやすさの確保は、研究・教育活動の基盤にかかわると思われる。 

臨時オペレーター（学生）以外に技術スタッフが配置されていない点、そのため装置活用・保守全般に専任教員が対応

せざるを得ない点は、装置の安定・安全稼働、教育・研究への活用や共同研究の推進、教員の研究時間の確保、後進育成の

観点から、何らかの支援体制の整備が望まれる。 

 

５ 社会連携・社会貢献 

【2018 年 5 月時点の点検・評価】 

（１）点検・評価項目における現状 

5.1 社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、社会連携・社会貢献に関する取り組みを実施しているか。また教育研究

成果等を適切に社会に還元しているか。 

①学外組織との連携協力による教育研究の推進に関する取り組み及び社会貢献活動を行っていま

すか。 
Ｓ Ａ Ｂ 

（～400字程度まで）※取り組み概要を記入。 

産業技術総合研究所、京都大学複合原子力科学研究所（旧 京大原子炉実験所）、高崎量子応用研究所との共同研究を実

施しており、また（株）サイオクスから受託研究を受け付けている。法政大学イオンビーム工学シンポジウムを例年 12月

上旬に開催しており、研究者のみならず一般の人も興味を持ちやすい内容の招待講演と学内外の研究者の発表の場を設け

ており意見交流の場にもなっている。学内外で放射線を扱う学生・研究者は法令で義務付けられた「放射線安全取扱い講

習会」の受講が必要であり、小金井キャンパス放射線安全管理委員会では学内の取扱者の便宜を図るためこの講習会を例

年 4 月下旬に学内で開催しており、イオンビーム工学研究所も全面的に協力している。毎年出版物として「Report of 

Research Center of Ion Beam Technology Hosei University」および「イオンビーム工学研究所報告」を刊行し、主要図

書館や関連研究機関に配布している。研究成果は「イオンビーム工学研究所報告」に記載しており、これら文献は JST の

文献複写サービスからも取寄せ可能となっている。その他 NHK に実験協力した原子衝突実験の内容の一部が高校生向け番

組「NHK高校講座」ベーシックサイエンス 第３９回「サイエンスヒストリー ~原子の物語~」の中で使用され、番組ホー

ムページからネット配信されている。 

【根拠資料】※ない場合は「特になし」と記入。 

・「Report of Research Center of Ion Beam Technology Hosei University」ISSN:0914-2908 

・「イオンビーム工学研究所報告」ISSN:0286-0201 
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・NHK http://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/basicscience/archive/chapter039.html 

 

（２）長所・特色 

内容 点検・評価項目 

・特になし  

 

（３）問題点 

内容 点検・評価項目 

・特になし  

 

【この基準の大学評価】 

イオンビーム工学研究所では、外部からの受託研究による貢献に加え、産業技術総合研究所、京都大学複合原子力科学

研究所（旧 京大原子炉実験所）、高崎量子応用研究所など、学外組織との連携による共同研究を継続的に推進してきてお

り、評価できる。 

また、イオンビーム研究所報告の定期的な刊行に加え、研究者のみならず一般にも広く興味あるテーマを設けた招待講

演の工夫、メディア協力など、研究所の研究・教育の推進への取組み範囲は広く、評価できる。 

 

６ 大学運営・財務 

【2018 年 5 月時点の点検・評価】 

（１）点検・評価項目における現状 

6.1 方針に基づき、学長をはじめとする所要の役職を置き、教授会等の組織を設け、これらの権限等を明示しているか。

また、それに基づいた適切な大学運営を行っているか。 

①所長（センター長）をはじめとする所要の職を置き、また運営委員会等の組織を設け、これらの

権限や責任を明確にした規程を整備し、規程に則った運営が行われていますか。 
はい いいえ 

（～200字程度まで）※概要を記入。 

運営は法政大学イオンビーム工学研究所規程に則って運営委員会を設けて行われている。その他小委員会として共同利

用委員会、シンポジウム委員会、将来計画検討委員会、紀要編集委員会などを設けて活動している。また専任教員採用に

あたっては付置研究所等専任教員の身分審査に関する規程に従って、適切に行われている。 

【根拠資料】※ない場合は「特になし」と記入。 

・法政大学イオンビーム工学研究所規程 

 

（２）長所・特色 

内容 点検・評価項目 

・特になし  

 

（３）問題点 

内容 点検・評価項目 

・特になし  

 

【この基準の大学評価】 

法政大学イオンビーム工学研究所規程が定められており、研究所長、運営委員、所員が置かれるとともに、運営委員会

が設置され、規程に則った運営が行われている。 

 

Ⅲ 2018 年度中期・年度目標 

No 評価基準 研究活動 

1 

中期目標 省エネルギー半導体の研究開発 

年度目標 (1)環境省委託プロジェクトの遂行（超高効率電力変換機器用パワーデバイスの研究） 

達成指標 (1)高性能 GaN パワーダイオードの実証 



13 

※注１ 回答欄「はい・いいえ」は基盤的・条件整備的・法令順守的な点検項目に適用し、回答欄「S・A・B」はより踏み込んだ内容の点検項目に適用。 

※注 2 「S・A・B」は、前年度から「S：さらに改善した、A：従来通り、B：改善していない」を意味する。 

No 評価基準 研究活動 

2 

中期目標 省エネルギー半導体の研究開発 

年度目標 (2)文科省委託プロジェクトの遂行（省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発 

達成指標 (2)イオン注入技術とパワーデバイス構造作製技術の開発 

No 評価基準 研究活動 

3 

中期目標 設備の老朽化対策 

年度目標 イオン注入用加速器の制御部分の更新 

達成指標 イオン注入用加速器の制御部分の更新 

No 評価基準 研究活動 

4 

中期目標 設備の老朽化対策 

年度目標 分析用加速器の電圧安定性の向上 

達成指標 電圧 2.0MVでの定常的な使用 

No 評価基準 社会貢献・社会連携 

5 

中期目標 「法政大学イオンビーム工学シンポジウム」の開催や報道機関への取材協力 

年度目標 2018年度シンポジウムの開催 

達成指標 過去 3年と同様の開催規模と参加者 

No 評価基準 社会貢献・社会連携 

6 

中期目標 環境放射線測定 

年度目標 福島原発に伴う環境放射線測定の継続 

達成指標 測定の継続 

No 評価基準 社会貢献・社会連携 

7 

中期目標 産学連携の推進 

年度目標 受託研究の実施 

達成指標 受託研究の受け入れ 

【重点目標】 

環境省委託プロジェクトの遂行（超高効率電力変換機器用パワーデバイスの研究） 

本プロジェクトはノーベル賞受賞者の天野教授らを代表として多数の大学、企業が参加するプロジェクトであり、持続可能

な社会を実現するための省エネルギー化の観点からも完遂が望まれる課題である。研究所としても実験が行える環境を支

えることで支援を行う。 

 

【2018 年度中期・年度目標の大学評価】 

イオンビーム工学研究所の 2018年度中期・年度目標（重点目標含む）については、具体的な達成目標が設定されている。 

重点目標では、環境省委託プロジェクトの意義が強調されているが、施策については「実験が行える環境を支える」との

記載になっており、実際の施策や活動内容をより具体的に記述するとよいと思われる。 

 

【大学評価総評】 

イオンビーム工学研究所は、私立大学における小型加速器を活用した先駆的な研究所の一つとして、多数の論文出版・

学会発表を行うと共に、内外の研究者・学部生・院生に対するシンポジウム、公開セミナー、講演会など研究所主催行事

を計画に沿って順調に実施しており、高く評価できる。また、イオンビーム工学研究所報告の定期的刊行、小型加速器等

主要設備の管理・活用のための放射線取扱講習会の主催、招待講演におけるテーマ設定の工夫、メディア協力等を通じ

て、社会との連携、後進の育成、研究所主要設備の活用や共同研究の促進に努めていることは評価できる。 

一方で、装置の運用・保守全般を担う技術スタッフ等の支援体制の不足、研究所主要設備の老朽化への対応、そのため

の大型の外部研究資金獲得への働きかけが、過年度から課題となっている。科研費以外の外部資金の獲得が 3 件あり、適

切に対応されている。引き続き、科研費等、競争的研究資金への応募活動の活性化が期待される。 

また課題として、第三者による点検・評価体制構築の進展が昨年度から指摘されていた。今回、運営委員会で継続的に

議論されている所までは確認できた。引き続き、評価体制構築に向けた取り組みの進展が望まれる。 

上記 2 つの課題「大型の競争的研究資金の獲得」と「外部の専門家による今後の研究（所）活動の評価」には密接な関

係がある。『イオンビーム研究所報告 Vol.37』(2016)巻頭言の指摘に依れば、近年、イオンビーム分野における新たな技術
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の方向性への挑戦が次々と試されているようである。研究所として引き続き大型の競争的研究資金の獲得を目指す場合に

は、今後の方向性について外部の専門家の観点から点検・評価を受けるメリットは一定程度以上あると思われる。 

 


